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ECOLE DINGENIEURS EN INFORMATIQUE
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Exercice 1. Redresseur double alternance (6 points) .

A A
Soit le montage ci-contre : D, S ; Vr., VZI S ZD;!

e(t) est une source de tension variable et on utilisera A £ I [j” u(t)

dans une premier temps le modéle idéal pour les diodes.

- Pa
s elt)
a) Durant lalternance positive (e(t) > 0), quelle(s) D, X{Vs Vv, D,
diode(s) est (sont) conductrice(s) ? Justifiez votre
réponse. B

G:mm/o\uw) e dioda ; & oo ot

otk di l'awods 4> Lo cothode
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a&nu) Dy of By soul conduchiean

b) Quelle est alors lexpression de u ?

Lot dso wailleo: e (£) =W+ [¥) -y =0 o 4 (t) . o (H)+l,
Cowuna duo di odip ouk jouglmj V?_. -\Vz-0 CD¢ ek O3
,wudu&nu.o) — esee)

c) Durant l'alternance négative (e(t) < 0), quelle(s) diode(s) est (sont) conductrice(s) ?
Justifiez votre réponse.

De Lo wiua ?aro“ b la Paushon @y ou tou
Que Dok D, owtr ouduckacy,

Vs

==

d) Quelle est alors I'expression de u ?
doi dan wxoilen - @ (F] « Vi i (¥] 4 U, 0 =l e (4] +¥.
Comvuuaa. Vi = VL‘ =) [‘"—-%- b), AL “’) =R (+)
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e) Tracer alors u(t).
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f) On remplace désormais les diodes par leur modéle a seuil. Tracer I'allure de u(t), en
justifiant votre réponse. On notera V, la tension de seuil de chacune des diodes et on

supposera que la valeur maximale £, de e(t) est telle que E;; > 2.V,.
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Exercice 2. Polarisation (6 points) Vee
On considere le montage suivant.
On donne :
RC - lkﬂ., RE = 1kQ, VCC = 10V_. p— R Q RC
'25-‘5 B
B = 150, Vg = 0,7V si la jonction Base-Emetteur est passante. T
1. On souhaite obtenir un courant I = 4,65 mA. 3 n Ve
a. Ensupposant le transistor en mode linéaire, que vaut alors la ug\
tension Vg ? On supposera f > 1. L’hypothése est-elle bien vérifiée ? %€ N,
Justifiez votre réponse. R{Tf Rg

oZ& Q.O‘\ duo LL,LQ.'lu-I..O doung - Vee = R T+ Vet R T

Gr! e woda injo_‘,m} 'Ic:/gig e T ;fl)__ijg

v 518

bu o dowe Vee = Vcc —(Qcﬁ RE)IC_

N e = o - Qxllléb’ = o;-}l/. Do =9 pzm.k(wmia}\)(‘

—

-_{}'am\w‘“aum biow om waodi QJNIO.:Q :

b. Quelle est la valeur de la résistance Rz qui permet d’obtenir ce courant Io. On
considérera que f + 1 = 8 pour I'application numérique. N’oubliez pas de justifier
votre réponse !

aZDk ko\ dun U.kQ_lu_lO donne - Ve = Eﬁl_g-!' fo:!: ¥R€_Té—
G)uunu.u.. e ;(/’51— ,ZL).‘IT@} Oow O :
Re o Ve Voe - (for)Re T

OJ.(QL :.r-.B; _I_E-—

o,
b p il S,
A RE) . Ao - DR._ A‘l“éh 150 (LOES@H)I{) "’%lﬂb"‘r‘?—/
. %‘65
Re:- ASo Ra. .
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2. Quelle est a valeur minimale de la résistance R qui assure une polarisation du transistor dans

sa zone de fonctionnement linéaire. On considérera que 8 + 1 = f. N’oubliez pas de justifier
votre réponse !

,)a_ Xrownishor ke .iA.OQ-Of‘n&t“ dawuo A ona du JPmc")"On_
'\M\,.-;.Q“.\' -'QAV\.[CLiL~kQUuL\’ FM-L ch D, i T
G- VCG ) Vz(. y (QC*R{;)I& r ;.lf,:ﬁ =N 1+ <lg .

| v o R
Tt m25+R3 (doi dwn wailap v Te (A1) Tax S

- Voo = s ;
Re >[5 (Re+Re] Yo Be - BRe.

Ew {Lcuckomm_ww‘r diGaie

fro: Ry DA k2 -6 Ra,y, - 429k

Exercice 3. Montage Darligton (3 points)

On considére le montage ci-contre. B

B, étant le coefficient de transfert du courant de base (aussi appelé
Gain en courant) du transistor de gauche et 8, celui du transistor de droite,
déterminer le gain en courant f8 du transistor équivalent, en fonction de f3; et f3,.
On consideérera que f; et 8, sont trés grands devant 1 et on supposera les deux
transistors polarisés dans leur zone de fonctionnement linéaire. Justifiez votre
réponse.

Rg : Commencez par exprimer I en fonction de Ij.

e

7 i
Lo = Lo, *- Cy, .
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Exercice 4. QCM (5 points — Pas de point négatif)

1. Le dopage permet de diminuer la conductivité du semi-
conducteur.

a. VRAI ©® Faux

http:/fwww. hector-bd.com/

2. Par quoi remplace-t-on la diode Zéner lorsqu’elle est passante en inverse si on utilise le
modele réel?

A A Ib 4 A

Ip
——e —
i I 4 *
by by wal wT
Vel TQ Y V] lO Vn Vp v,

rz TZ
—e —e
K K

a- b- K —K

Soit le circuit ci-contre, dans lequel on considére la diode idéale (interrupteur) (Q3&4)

3. Que vaut la tension aux bornesde R si E = 10V, R = 1001.
0% ¢ 1kV . s
b- 10V d- 0,1V

4. Que vaut la tension Vi aux bornes de la diode si E = 0,5V, R = 1kQ.

a- 0V c- 05V
(b) —o5v d- —07V

Soit le circuit ci-contre, dans lequel on modélise la diode par son modéle a seuil _Dl._

(source de tension idéale) avec V, = 0,6V. (Q5&6)
g B

5. Choisir I'affirmation correcte si E; = 1V, R; = 10002, et R, = 5000: Ry

a- La diode est passante et le courant qui la traverse vaut 0,8 mA ElT() D R,
@ La diode est bloquée et la tension a ses bornes est égale a %V.

c- La diode est passante et le courant qui la traverse vaut 1A4.

d- La diode est passante et le courant qui la traverse vaut 2mA.
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6. Choisir I'affirmation correcte si E; = 10V, R; = 10042, et R, = 500:
a- Ladiode est bloquée et la tension a ses bornes est égale 3 ?V.

b- La diode est passante et le courant qui la traverse vaut 100 mA4
c- Ladiode est passante et le courant qui la traverse vaut 5A4.

@ La diode est passante et le courant qui la traverse est égal 3 182 mA.

Soit le circuit ci-contre dans lequel V est une tension pouvant
prendre n’'importe quelle valeur réelle. On utilisera le modéle
réel de la diode et on notera V;, la tension de seuil en direct, D, v C) 2R 73\ U
la résistance interne de la diode en direct, V; (V;>0), la
tension de seuil Zéner et 1, la résistance interne de la diode en
inverse. (Q7&8)

2R

7. Pour quelles valeurs de V la diode Zéner est-elle bloquée ?
a- ‘_2.1/2£VS2.V0 C- _‘/ZSVSVO
@ 2.V SV <2V, d =V, sV <V,

8. Quelle est I'expression de U quand la diode est passante en inverse ?

rz 2R D 2R
= 4 V c- U= 'V + Y
& 2rz+2R i 2rz+2R" 2 2rp+2R 2rp+2R’ ©
rz 2R D 2R
- Y= V- V. d U= = v,
b- U 2r7+2R v 2rz+2R" % 2rp+2R 2rp+2R" 0

Soit le circuit ci-contre (Q9&10)

On considére le cahier des charges suivant : I = 20 mA,
Veeg =5V, et on prend un transistor ayant les
caractéristiques suivantes : f =100, Vg = 0,7V si la
jonction Base-Emetteur est passante.

E =10V

9. Quevaut Vg, ?:

a- 0,6V ¢ 47V

b- —5,7V —4,3V

10. Que vaut R ? :
a. 2,5k0 c. 250
(® 2500 d. 7500

6/6



